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J. ZMIJA, M. DEMIANIUK ; Zastosowania zwigzkow pdlorzewodnikowych A" B" z duza
przerwa energetyczng w dozymetrii promieniowania jonizujgcego we wspofczesnej
optyce i urzgdzeniach zobrazowania informacji.

WV pracy przedstawiono niektére zastosowania monokrysztatow zwigzkow A"B" zduza
przerwa energetyczng w detekcji promieniowania jonizujgcego, wspotczesne) optyce
i urzadzeniach zobrazowania informacji.

J. TOMASZEWSKI, J. KOREC, E. NOSSARZEWSKA-ORtOWSKA, A. BRZOZOWSKI:
Przyczyny rozrzutow rezystywnosci krzemowych warstw epitaksjalnych w ukfadach
wirelowarstwowych.

Przeprowadzono analize przyczyn duzych rozrzutow rezystywnosci warstw epitaksjal
nych pomiedzy kolejnymt procesami oraz w ramach jednego procesu epitaks)i przy
otrzymywaniu wielowarstwowych struktur typu n/p/p oraz p/n/n .

S. WILCZYNSKI, A. HRUBAN, S. STRZELECKA. Wplyw dormieszkowania na wlasnoscs
elektryczne | termoelektryczne tellurku otowiu.

W pracy zostat zbadany i okreslony wptyw odchylenia od sktadu stechiometrycznego
oraz domieszkowania na wtasnosci elektryczne 1 termoelektryczne polikrystalicznego
PbTe. Przeprowadzone badania optymalizacji sktadu t ilosci domieszki pozwolity
otrzymac materiat typu N oraz P do zastosowan w termogeneratorach. Okreslone za-
leznosci pozwolity takze kontrolowac przebieg procesu technologicznego.
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J. ZMIJA, M. DEMIANIUK : Applications of A"BY' compounds with large energy gap to
detection of ionizing radiation and display devices.

Some of the application of single crystals of A" B compounds with large energy gap
are presented in the detection of the ionized radiation, the modern opticts and display
devices.

J. TOMASZEWSKI, J. KOREC, E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA, A. BRZOZOWSK]:
The effective causes of the nonuniformity of the silicon epitaxial layers resistivity in
multilayer structures.

The reasons low uniformity of the silicon layers resistivity are analysed concerning the
multitayer n/p/p° and p/n/n structures.

S. WILCZYNSKI, A. HRUBAN, S. STRZELECKA: The influence of doping on the electri-
cal and thermoelectrical properties of PbTe.

The influence of the chemical composition of the liquid phase and the quantity of do-
pants on the electrical and thermoelectrical properties of policrystaline PbTe was in-
vestigated. Based on the results, the optimum conditions for obtaining good materials
for thermogeneratores were determined.
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10. )KMUA, M. AEMAHIOK: MMpumerernua coedurenud A" 't wupokod aanpeuwieHHod
30HOU 0719 OEMeKUUU UOHUIYIOUWE20 USJYYEHUR U yCcmpoucme omobpaXceHun uH-
gopmayuu

B paboTe NpeaAcTaBnAETCA HEKOTOPOE MPUMEHEHWE MOHOKPMCTannoB COeAuHEHWA
A" BYc wnpokol 3anpeweHHoON 30X0M ANA AETEKLUMMN MOHN3YIOWEIo N3NyYEeHWA, CoB-
pPEMEHHOUN ONTUKM 1 YCTPOICTB OTOBpaskeHUA MHGopMaunv.

C. TOMAILLEBCKW, 8. KOPELL, E. HOCCAXXEBCKA-OPTOBCKA, A. B>KO30BCKW: /Ipu-
YuHbI Pazbpoca yoensHo20 CONPoOMUBEHUA 8 MHO2OC/IOUHBIX 3NUMAKCUQAIbHbIX
C/I0AX KPEMHUA

MpoBeaeH aHanus NpuYMH BO3HUKHOBEHUA Bonbwnx pa3bpocos BenuuMHbl yaens-
HOrO CONPOTUBNEHWUA 3NUTAKCUANbHLIX CNOEB KPEMHUA B NpOUECCax U3roTOBNEHWA
MHOFOCNONHbIX CTPYKTYp Tuna n/p/p* v p/n/n*

C. BUNIBMNHCKWN, A. XPYBAH, C. CTPENEUKA: Bauarnue ne2upo8oOHUR HA 3eKMpu-
YECcKUE U MEepMOINIeKMpuUYecKue ceolicmea noaukpucmannuyeckoeo Pb Te
WccnenoBaHo BNMAHWE XMMMYECKOTO COCTaBa Xnaxkomn dasbl u KoNnu4ecTsa NpMMecu
Ha 3NEeKTPUYECKME N TEPMO3INEKTPUYECKME CBOMCTBA Nonukpuctannuyeckoro Pb Te.
Basnpys Ha pesynbTatax paboTbl onpeaeneHo ycrnosuAa NoNy4eHUA XOPOLIEro marte-
pvana Ha TepmoreHepaTtopst.
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